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Allmanna uppgifter

Huvudomride: Nanovetenskap.
Valfri for: F4, K4-m, MNAV1, N4-nf, N4-m
Undervisningssprik: Kursen ges pa engelska

Syfte

Kursens syfte dr att studenten, efter avslutad kurs, ska ha tillignat sig kunskaper for att
forsta kristalltillvixt och speciellt epitaxi av halvledarstrukturer.

Mal
Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna forklara kristalltillvixt och epitaxi samt de relevanta begreppen inom
termodynamik och kinetik.

+ kunna f6rklara kopplingen mellan tillvixtparametrar samt tillvixtmetod och resultatets
egenskaper och kvalitet.

Firdighet och formaga
For godkind kurs skall studenten

« kunna utvirdera och vilja limplig kristalltillvixtmetod for en specifik fragestillning.
« kunna muntligt och skriftligt presentera fragor rérande kristalltillvixt pa ett
vetenskapligt sitt.

Virderingsformdga och forhillningssitt
For godkind kurs skall studenten



« kunna férklara och ge exempel pé epitaxins roll i samhillet.
« kunna diskutera hur kristalltillvixt och epitaxi kan bidra till ett mer hallbart samhalle.

Kursinnehall

Kursen behandlar fundamentala aspekter av kristalltillvixe, t. ex. behandlas de
termodynamiska forutsittningarna for kristalltillvixt sisom kemisk potential,
konstruktion av binira fasdiagram, 6vermittnad och nukleering. Vidare studeras
ytenergier, ytdiffusion och Wulffs teorem. Inom kursavsnittet om epitaxiell vixt kommer
bland annat ytrekonstruktioner, gitteranpassning, dislokationer samt karaktirisering bade
in- och ex-situ att diskuteras. Tillvixttekniker och reaktormodeller kommer ocksa att gis
igenom. Under kursens ging kommer de olika delmomenten att belysas med exempel

fran modern forskning, i synnerhet forskning om epitaxi av nanostrukturer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkind, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedémning: Examination sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut.
Nirvaro vid forsta foreldsningen ir obligatoriskt for att fa tilltrade dill kursen.

Om sa krivs for att en student med varaktig funktionsnedsittning ska ges ett likvirdigt
examinationsalternativ jimfort med en student utan funktionsnedsittning, s kan
examinator efter samrdd med universitetets avdelning for pedagogiskt stéd fatta beslut om

alternativ examinationsform for berérd student.

Antagningsuppgifter

Forutsatta forkunskaper: FFFF10 Process- och komponentteknologi, nigon grundkurs i
termodynamik och materiallira.
Begrinsat antal platser: Nej

Kurslitteratur
« Pohl, Udo W: Epitaxy of Semiconductors. Springer, 2013, ISBN: 978-3-642-32969-2.

Kontaktinfo och ovrigt

Kursansvarig: Vanya Darakchieva, vanya.darakchieva@ftf.Ith.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se
Ovrig information: Nirvaro vid forsta forelisningen ir obligatoriskt for att f4 tilleride till

kursen.
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